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передаётся в ЭВМ. Такая схема включения позволяет получить высокую 

точность измерения и уменьшить влияние температуры, так как 

поверхность обеих солнечных батарей находится в одинаковых условиях. 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента 
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Разработана аналитическая модель для пороговой неустойчивости 

напряжения в оптическом транзисторе. Эта новая модель включает в себя 

влияние различных физических параметров, таких как: размер кристалла, 

толщина затвора, плотность легирования и состояние захвата границ 

кристалла на пороговом сдвиге напряжения, о котором никогда не 
сообщалось ранее. Отмечается, что чем выше плотность ловушек, тем 

больше концентрация легирования и большая толщина изолятора затвора 

не имеют побочных колебаний. Получаемое устройство становится 

стабильным и демонстрирует незначительное пороговое напряжение.  
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В настоящее время нанокристаллический кремний (nc-Si) 

зарекомендовал себя как лучший альтернативный материал по сравнению с 

оксидом кремния. Предлагаемая аналитическая модель включает в себя 

эффективность различных параметров. Эта модель может использоваться 

для оценки порогового сдвига напряжения, которая может быть 

использована для повышения производительности применения дисплея 

нового поколения как OLED и LCD. 

Различные элементы проектируются с использованием 

компьютерного моделирования, так как изготовление и исследование 

конкретных прототипов занимает много времени и требует достаточно 
материальных средств. По этой причине производится эксперимент по 

моделированию проходит с помощью пакета COMSOL Multiphysics. 
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В настоящей работе кратко описан процесс разработки виртуальных 

лабораторных стендов на игровом движке для выполнения лабораторных 

работ в рамках учебного курса «Физические основы микро- 

и наноэлектроники». Разработка подобных программных средств в 

настоящее время является актуальной задачей, т.к. виртуальные стенды 

могут с успехом применяться в образовательном процессе в условиях 

отсутствия реальной аппаратуры в учебных лабораториях. 


